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1. 概要（Summary ） 

薄膜シリコン太陽電池の製造には、低温で大面積に

成膜可能な SiH4/H2 プラズマ化学気相堆積法

(PECVD)が主に用いられている。PECVD では気相中

の SiH3ラジカルが成長の主要な前駆体であり、H ラ

ジカルは結晶構造の形成を促進することが報告され

ている。[1] このように更なる高速成膜プロセスの実

現には、上記の SiH3ラジカルおよび H ラジカルの全

体の供給量を増加させる必要がある。そこで本研究で

は、60MHz 励起プラズマ CVD 装置に H ラジカルを

外部から更に供給し、高速・高品質成膜プロセスの実

現を目的とした実験を実施した。 
 

2. 実験（Experimental） 
本研究では、上記装置に H ラジカル注入型プラズ

マ源を装着し、成膜実験を行った。成膜時の基本条件

は、VHF パワー400 W、圧力 9 Torr (1200 Pa)、基

板温度 250℃、電極基板間距離 10 mm、H2流量 500 
sccm とし、SiH4流量を変化させた。シリコン薄膜の

膜質評価には、ラマン分光スペクトルから堆積膜の結

晶化度を評価するとともに、太陽電池としての特性を

評価するため光感度特性を評価した。 
 

3. 結果と考察（Results and Discussion） 
H ラジカル供給の有無によるそれぞれでの成膜レ

ートと堆積膜の結晶化度を評価した結果、H ラジカ

ルを供給することで、同程度の結晶化度を有する微

結晶シリコン薄膜をより高速に成膜できることが示

された。これは H ラジカルの供給量増加に伴い、原

料ガスであるSiH4の導入量を増加させることが出来

た結果である。また、Fig.1 に示すようにこの手法を

用いて成膜されたシリコン薄膜は太陽電池応用に十

分であると考えられる光感度[2]を有していることがわ

かった。 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

   
Fig.1  Dependence of photo sensitivity of 
microcrystalline silicon films deposited by SiH4/H2 
plasma on SiH4 flow rates.  
 
・今後の課題 
 本研究で成膜された微結晶シリコン薄膜を用いたデ

バイスを構築し、太陽電池素子を作製し評価を行う。成

膜時の反応機構を解明する。 
 
4. その他・特記事項（Others） 
・利用装置：60 MHz 励起プラズマ CVD 装置 
 担当：名古屋大学プラズマナノ工学研究センター堀勝 
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5. 論文・学会発表（Publication/Presentation） 
 なし。 
6. 関連特許（Others） 
 なし。 
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